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능동부하 CS/CE 증폭기

공통 소스 회로

� drain 저항 RD를 전류전원 I(PMOS)로 대체한 능동부하 증폭기
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능동부하 CS/CE 증폭기

공통 소스 회로

� Q2, Q3를 이용한 current mirror 능동부하

- Q2의 증분저항
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� Q2, Q3를 이용한 current mirror 능동부하

- Q2의 증분저항
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EX 6.8

능동부하 CS/CE 증폭기
VDD=3V, Vtn=|Vtp|=0.6V, kn’=200µA/V2, kp’=65µA/V2. L=0.4µm, W=4µm, VAn=20V, |Vap|=10V,

IREF=100µA . Av=?
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� 점A, B사이에서 Q1, Q2는 포화, 같은 전류.
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능동부하 CS/CE 증폭기

� vO= VOA= 2.47V 에서 VIA=0.88V .

VOB= VIB-Vtn 이므로, VIB=0.93V, VOB=0.33V
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� 소신호 전압이득Av=-42에 근접.(III영역의 전달특성 → 선형적)
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능동부하 CS/CE 증폭기

공통 이미터 회로

� 공통소스 증폭기와 비교하여, 낮은 입력저항, rπ, 매우 큰 고유이득 gmro. (공통소스 증폭기의 무한
입력저항에 의해 평형)
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능동부하 CG/CB 증폭기
공통 게이트 증폭기

� Body effect

id= gmvgs+ gmbvbs

CG회로에서 vgs= vbs 이므로
id=( gm+ gmb)vgs
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능동부하 CG/CB 증폭기
공통 게이트 증폭기
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능동부하 CG/CB 증폭기
� RL=∞ 일 때의 동작

A ≈ ( g + g )r ≈ A 이므로

- Open-circuit voltage gain

- 입력 저항

18

0

1 L

in

m mb

R
R

g g A
≅ +

+

( )1o

o o m mb o

sig

v
G A g g r

v
υ υ= = = + +

Avo≈ ( gm+ gmb)ro ≈ A0 이므로

- Open-circuit overall voltage gain
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능동부하 CG/CB 증폭기
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능동부하 CG/CB 증폭기
� 출력저항
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능동부하 CG/CB 증폭기
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� 총 단락회로 전류이득

→ current buffer (낮은 입력저항, 높은 출력저항)
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능동부하 CG/CB 증폭기
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고주파 응답
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능동부하 CG/CB 증폭기
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능동부하 CG/CB 증폭기

- 입력저항

공통 베이스 증폭기
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능동부하 CG/CB 증폭기
공통 베이스 증폭기
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- ro를 무시하면(ro=∞), Rin= re

- RL=0 이면, Rin= re// ro

- RL=∞ 이면, Rin= Ri= (1+β) re= rπ

- RL/(1+β) ≪ ro 이므로, 
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능동부하 CG/CB 증폭기

- 입력저항

공통 베이스 증폭기
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능동부하 CG/CB 증폭기
- 개방회로 전압이득
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